АНАЛИЗ ЭЛЕКТРОННОГО СТРОЕНИЯ ПОВЕРХНОСТНЫХ СЛОЕВ ПЛЕНОК Cu-Si МЕТОДОМ УЛЬТРАМЯГКОЙ РЕНТГЕНОВСКОЙ ЭМИССИОННОЙ СПЕКТРОСКОПИИ ПРИ ВОЗБУЖДЕНИИ СПЕКТРА ЭЛЕКТРОННЫМ ПУЧКОМ
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Система Cu-Si имеет широкий спектр технологических применений, однако нанокомпозиты Cu-Si характеризуются сложными межфазными взаимодействиями внутри системы с сильным изменением электронного строения валентной зоны. В данной работе исследовались плёнки Cu-Si различного состава, полученные методом ионно-лучевого распыления. Исследование строения валентной зоны полученных композитов проводилось методом ультрамягкой рентгеновской эмиссионной спектроскопии [1]. В данном методе рентгеновский спектр возбуждается электронным пучком с энергией 1-6 кэВ, что влияет на длину свободного пробега электрона в образце. Это позволяет проводить послойное исследование структуры в пределах глубины анализа 10-120 нм. 
Анализ полученных спектров показал, что в плёнках Cu-Si формируются фазы низших силицидов Cu5Si и Cu3Si. При этом в пленках с низким содержанием меди (Cu ~ 15%) в поверхностных слоях (10 нм) происходит незначительное окисление кремния с формированием субоксида SiO0,47. Однако, в более глубоких слоях (35 нм и более) оксид не наблюдается, а кремний находится в аморфном состоянии. В тоже время в пленках с высоким содержанием меди (Cu ~ 68%), где основу пленки составляет фаза Cu3Si, наблюдается эффект резонансного взаимодействия s- или p-электронов кремния с d-электронами меди во всем объеме исследуемого образца. 
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 23-79-10294, https://rscf.ru/project/23-79-10294/.
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